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【公開番号】特開2014-178573(P2014-178573A)
【公開日】平成26年9月25日(2014.9.25)
【年通号数】公開・登録公報2014-052
【出願番号】特願2013-53401(P2013-53401)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｆ   7/11     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
   Ｃ０８Ｆ  20/12     (2006.01)
   Ｃ０８Ｇ  63/183    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｆ    7/11     ５０１　
   Ｈ０１Ｌ   21/30     ５０２Ｒ
   Ｈ０１Ｌ   21/30     ５３１　
   Ｃ０８Ｆ   20/12     　　　　
   Ｃ０８Ｇ   63/183    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成27年11月10日(2015.11.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
比較例３０１～３０３および実施例３０１～３１０
　上層膜形成用組成物を、スピンコートにより厚さ３０ｎｍで成膜し、光透過性を評価し
た。具体的には分光エリプソメータ解析法により吸収係数を求め、波長１９３ｎｍおよび
２４８ｎｍにおけるｋ値を算出した。得られた結果は表３に示す通りであった。すなわち
、トリフェニレン誘導体を含まない比較例３０１～３０３においては、２４８ｎｍのｋ値
が非常に小さく、深紫外光の吸収が少ないのに対して、実施例３０１～３１０においては
深紫外光の吸収が大きいことがわかった。
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【表３】

Ｐ５：　アントラセン骨格を含むメタクリル酸モノマー単位とアクリル酸モノマー単位と
からなるポリマー（モル比４０：６０）
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
　得られたレジスト膜を、Ｓｐｒｉｎｇ－８のニュースバル蓄積リングを用いて像用露光
し、２．３８％水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液で３０秒間現像し、露光量および
得られたパターン寸法ＣＤを測定した。さらに、上層膜を有していない比較例４０１のパ
ターン寸法を基準として、各例におけるパターン寸法の変動値ΔＣＤを算出した。得られ
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た結果は表４に示す通りであった。
【表４】

【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　親水性基を有するトリフェニレン誘導体および溶剤を含んでなることを特徴とする上層
膜形成用組成物。
【請求項２】
　前記親水性基が、水酸基、カルボキシル基、スルホ基、アミノ基、アミド基、ニトロ基
、シアノ基、およびポリアルキレンオキサイド基からなる群から選択される、請求項１に
記載の上層膜形成用組成物。
【請求項３】
　前記トリフェニレン誘導体が、トリフェニレン骨格ひとつあたり、３つ以上の親水性基
を有するものである、請求項１または２に記載の上層膜形成用組成物。
【請求項４】
　前記トリフェニレン誘導体が、下記一般式（１）：
【化１】

（式中、Ｒは、水素であるか、または、水酸基、カルボキシル基、スルホ基、アミノ基、
アミド基、ニトロ基、シアノ基、およびポリアルキレンオキサイド基からなる群から選択
される親水性基であり、すべてのＲのうち、少なくとも３つ以上が親水性基である）
で表される、請求項１～３のいずれか１項に記載の上層膜形成用組成物。
【請求項５】
　前記トリフェニレン誘導体が、トリフェニレン骨格を繰り返し単位に含むポリマーであ
る、請求項１～３のいずれか１項に記載の上層膜形成用組成物。
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【請求項６】
　前記ポリマーが、下記一般式（２Ａ）または（２Ｂ）：
【化２】

（式中、
Ｒは、水素であるか、または、水酸基、カルボキシル基、スルホ基、アミノ基、アミド基
、ニトロ基、シアノ基、およびポリアルキレンオキサイド基からなる群から選択される親
水性基であり、すべてのＲのうち、少なくとも３つ以上が親水性基であり、
Ｒ１は、水素またはメチル基であり、
Ｒ’は、水素であるか、または、水酸基、カルボキシル基、スルホ基、アミノ基、アミド
基、ニトロ基、シアノ基、ポリアルキレンオキサイド基からなる群から選択される親水性
基であるか、式（２Ｂ）で表される繰り返し単位であり、すべてのＲ’のうち、少なくと
も３つ以上が親水性基であり、
Ｌは２価の連結基である）
のいずれかである、請求項５に記載の上層膜形成用組成物。
【請求項７】
　前記トリフェニレン誘導体の含有量が、上層膜形成用組成物の総重量を基準として、０
．０１～１０重量％である、請求項１～６のいずれか１項に記載の上層膜形成用組成物。
【請求項８】
　バインダーをさらに含んでなる、請求項１～７のいずれか１項に記載の上層膜形成用組
成物。
【請求項９】
　前記バインダーが深紫外線吸収基を有する、請求項８に記載の上層膜形成用組成物。
【請求項１０】
　前記バインダーの含有量が、上層膜形成用組成物の総重量を基準として、０．０１～１
０重量％である、請求項８または９に記載の上層膜形成用組成物。
【請求項１１】
　基板上にレジスト組成物を塗布してレジスト膜を形成させ、前記レジスト膜上に、請求
項１～１０のいずれか一項に記載の上層膜形成用組成物を塗布し、加熱により硬化させ、
極紫外線を用いて露光し、アルカリ水溶液で現像することを含んでなることを特徴とする
、パターン形成方法。
【請求項１２】
　前記極紫外線の波長が５～２０ｎｍである、請求項１１に記載のパターン形成方法。
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【請求項１３】
　形成される上層膜の膜厚が１～１００ｎｍである、請求項１１または１２に記載のパタ
ーン形成方法。
【請求項１４】
　前記加熱の温度が、２５～１５０℃である、請求項１１～１３のいずれか１項に記載の
パターン形成方法。
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